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Pesquisa

Crescimento de filmes finos de telureto de bismuto via MBE
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Tabela 1: Tabela da razdo Te/Bi e temperatura do substrato para -
P P funcdo da temperatura do substrato.

amostras de telureto de bismuto sobre Si(100)

Objetivos

Conclusoes
Objetiva-se sistematizar o crescimento de filmes finos de telurato de bismuto sobre

substratos de silicio e arseneto de galio (GaAs). A partir do crescimento de diversas amostras, observou que: o crescimento de Bi2Te3 possui um comportamento
dependente da temperatura do substrato indicando ter influéncia na estequiometria da fase do telureto de bis-
o » muto; existe uma regidao para a temperatura de substrato de estabilidade na taxa de deposicao e estequiometria
M ate r I a I e M EtOd O da fase (200°C e 260°C); existe uma regiao em que a taxa de deposicao aumenta (< 200°C) e outra em que a taxa de
deposicao cai drasticamente (> 260°C) indicando obter fases diferentes do telureto de bismuto. Por meio dos
resultados obtidos até o momento, deve-se utilizar a regiao de estabilidade para a taxa de deposicao do telureto
de bismuto para o crescimento de filmes finos a fim de alcancar a fase Bi2Te3 em diferentes substratos. Para isso,
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RoEED © 0 g0 o i1 os crescimentos devem ser realizados com uma oferta extra de teldrio, a qual sera ajustada para atingir a fase
°0%% desejada.
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